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Сверхширокозонный полупроводник оксид галлия (Ga2O3) завоевал внимание научного сообщества в сфере полупроводниковой электроники благодаря своим уникальным свойствам, таким как высокое поле пробоя, радиационная и химическая стойкость, а также способность к высокой степени интеграции благодаря отработанной технологии выращивания слитков большого диаметра. Одним из ограничений промышленного производства приборов на основе оксида галлия является фундаментальная проблема получения p-типа проводимости. В литературе приводятся теоретические работы, показывающие, что изменение зонной структуры оксида галлия путем легирования некоторыми примесями позволит обойти это ограничение. Одной из таких примесей является сера [1]. 
В настоящей работе исследованы свойства монокристаллов β-Ga2O3 после имплантации ионов серы и последующего отжига. Методом вторично-ионной масс спектрометрии выявлена дозовая зависимость концентрационного профиля серы, а также обнаружено перераспределение атомов серы после высокотемпературного отжига.   Обсуждаются возможные механизмы данного эффекта. 
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